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原理图
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PCB整体布局
[image: image3.png]+60V
K o Coemnad ]
L s
02 H6 c21R4

%— - C b T b BBk 4 : iwj FE OUT+‘D
csD[j I—luDI Dg": E,Imﬁcm LR“;\ & L1 D‘:'
o E[] l_II—FH =3 %a“ ‘ €12 o8
C CaEH:I |£R"_I U3 E mﬁn:j +36V, Y g
E'Dm ElTs 3 .:Q
N

R1O

%D] nsE-DE’I





顶层PCB 
[image: image4.png]GND





底层PCB
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高边MOS管G、S引脚之间波形
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高边MOS管G、S引脚之间波形局部放大-图1
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高边MOS管G、S引脚之间波形局部放大-图2
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高边MOS管G极与电源板地之间动态波形图
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高边MOS管G极与电源板地之间示波器锁定静态放大波形图

电路板其他参数： 输入60V 输出36V  

现问题点： 输出电压36V，空载和带载都很稳定， 就是高边MOS管发热有点厉害，经测量高边MOS管驱动波形不是理想的方波波形，具体波形如上述一些波形所示。自举电容两端电压差5.5V左右。

